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Lista de subiecte pentru Examen  la disciplina Bazele Tehnologice ale Electronice
Biletul Nr2                        
 
                                                               Aprobat  la sedinţa dep. MIB 

Proces verbal nr.4 din 04.12.2024
                Şef dep. MIB Prof. Univ. Dr. Lupan O. _____________   
1. Notiune de  tehnologii a materialelor semiconductoare

2. Clasificarea CI din punct de vedere al procesului tehnologic 
3. Noţiuni de tehnologie a CI 
4. Caracteristica substanţei curate 

5. Principiul de purificare a substanţelor prin cristalizare 
6. Procese de purificare a substanţelor din faza gazoasă 
7. Formarea germenului (nucleaţia) 
8. Mecanismul şi cinetica reşterii cristalelor 

9. Creşterea cristalelor 

10. Creşterea cristalelor din topituri 

11. Metoda topirii zonale fără container
12. Metoda tragerii cristalului din topitură
13. Metoda creşterii cristalelor cu ajutorul topirii zonale la o temperatură foarte mare 
14. Creşterea cristalelor din soluţie 
15. Creşterea cristalelor din faza gazoasă 
16. Creşterea monocristalelor cu profil
17. Doparea cristalelor în faza solidă 
18. Distribuirea impurităţilor la cristalizarea normală 
19. Cristalizarea cu ajutorul topirii zonale – distribuirea impurităţilor la topirea zonală 
20. Prelucrarea mecanică a materialelor semiconductoare 
21. Prelucrarea chimică a materialelor semiconductoare 
22. Pelicule dielectrice 
23. Procesul oxidării în oxigen uscat 
24. Procesul de oxidare în vapori de apă 
25. Problema oxidării în oxigen umed
26. Cinetica oxidării termice a Si 
27. Creşterea peliculelor subţiri de SiO2 prin oxidarea termică a Si 
28. Depunerea peliculelor de SiO2 
29. Depunerea peliculei de Al2O3 şi Si3N4 
30. Obţinerea peliculei de Al2O3 
31. Obţinerea peliculei de Si3N4 
32. Măsurarea grosimii peliculei dielectrice 
33. Epitaxie. Tipuri de epitaxii 

34. Procesele de creştere epitaxială 

35. Creşterea stratului epitaxial de Si din faza gazoasă 

36. Influenţa diferitor factori la procesul de creştere a peliculei de Si cu utilizarea substanţei SiCl4
37. Cinetica creşterii epitaxiale a peliculelor din Si 

38. Creşterea straturilor epitaxiale a compuşilor AIIIBV din faza gazoasă 

39. Metoda creşterii epitaxiale ale compuşilor AIIIBV  din faza lichidă 

40. Doparea peliculelor epitaxiale în timpul creşterii 

41. Creşterea stratului epitaxial din faza lichidã limitatã 

42. Metoda solventului mişcãtor 

43. Particularitãţile creşterii din faza lichidã a compuşilor ternari AlxGa1-xAs 

44. Tehnologia fotoreceptorilor şi a laserelor cu heterojoncţiuni 

Examinator Cretu V. Conf. Univ. Dr. ___________











